
口9]中华人民共和国专利局 1111 蟹极公费号 eN 2181776Y

[1 2] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 93214140.4

"匈攫钗公告日 1994 年 11 月 2 日

1111申请日 93.5.25 lUI.汪日 94.9.14

1731'"利银人杭州电子工学院

地址浙江省杭州市文一路 65号

17:11埠计人滑安克

[51 )Int.Cls

H02P 8/ω

1111串情号 93214140.4

1741'"利代理机掏浙江大学专利代理事务所

代理人陈楠祥

说明书页数: 附图页数:

1541察用..窑"步进电机驱动器

IS71摘要

一种步进电机驱动器，设计了快速关断的限峰撞

VMOS 功率场效应管输出级。其特点是(1)在

VMOS 管源极 s 接取样电阻 R， R 另一踹接地，

(2) 等数可控硅 SCR 阳 flA 接 VMOS 管栅极 G，

阴极 K 撞地， (3)输入电阻 R. 一端接 VMOS 管源

极 S，另一蝇接可控硅控制极 g， (4) 电容 C 一端鳝

可控硅控制极 g，另一端镰地 I (5) 可控硅由 NPN

晶体管与 PNP 晶体管复合而成等效可控硅。 t在驱动

器可在输入电源大范围波动时正常工作，不怕短路，

有高可靠性。
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权利要求书

1.一种步进电机驱动器，由光电糯合输λ级 (1) 、卫进制可逆

计数器与 EpROM 可编程环型分百己器( 2 J 、缓冲推动及调制级( 3J 和

VMOS 功率场效应管输出级组成，本实用新型特征在输出级，在E;宵

的 VNoS 功率场效应管外增设取样电阻R、等效可控硅 SCR、电阻R 1

和电容 C ，把取样电阻R与可控硅 SCR联接起来，电子元器件之间的

联接关系如下:

(I) 在 VMOS 功率场效应管源极 S 与取样电阻R相联接， R另一

端接地;

(2) 等效可控硅 ScR 阳极 A接 VMOS 功率场效应管栅极 G，阴极

K接地;

(3) 输入电阻 R，一端接 VMOS 功率场效应管源极 S ，另一端接

可控硅 SCR 控制极 g;

怪) 电容 C 一端接可控硅 SCR控制极 g ，另一端接地;

(5) 可控硅 SCR 由 NPN 晶体管与 PNP 晶体管复合而成等效可控

硅，其中 NPN 晶体管集电极 C接 PNP 晶体管基极 b ， PNP 晶体管集

电极 c 接 NPN 晶体管基极 b ，电阻 Rb 一端接 PNP 晶体管基极 b ，另

一端接 pNp 晶体管发射极 e ，电容 C 一端接 NpN 晶体管基极 b，另

一端接 NpN 晶体管发射极 e 。

2. 根据权利要求 1所述的步进电机驱动器，其特征是等效可控哇

SCR 由高速可控硅SCR代替，其电路连接关系同权利要求 1 中的(1)、

(2)、 (3)、 (4).

3 .根据权利要求 1 或 2所述的步进电机驱动器，其特征是

VMoS 功率场效应管采用场效应与汉极型复合器件工GBT 代替，其



电路连接关系同权利要求 2 ，此外须在 CE之间并联二极管 D 2 0

4 .根据权利要求 l所述的步进电机驱动器，其特征是在 NPN

晶体管基射 be 间设补偿二极管 Dr 并串联电阻 R 2 0
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说 明 书

步进电机驱动器

本实用新型属于数控机床电工业机器人等自动化控制中的执行器

件，涉及步进电机驱动器。

现有步进电机驱动器已开始采用 VMoS 功率场效应管代替功率晶

体三极管，相序分配也已有专用集成电路。但作为功率输出级的一般

保护电路由于速度不够快，无论是晶体管还是VMOS 管都难免因短路

或过流而烧管，可靠性不高;步进电机驱动器属于开环驱动，一般相

电流受电网输入电压波动影响较大，同一驱动器难以适用于不同直流

电阻和电感的步进电机。

本实用新型的目的是设计一种步进电机驱动器，其功率输出级保

护电路可高速关断，达到恒相流输出和短路保护均双重目的，可适应

宽范围的电源电压波动和不同阻扰的步进电机.

技术结构方案:一般步进电机驱动器如图 2 所示由光电糯合输入

级 1 、 n进制可逆计数器与 EPROM 可编程环型分配器 Z 、缓冲推动

及调制级 3 ，以及 VMOS 功率场效应管功放输出级组成.本实用新型

前三部份与已有技术类同，不用细叙，其结构特点主要在输出级，其

中 OC 门及电阻Rs 属缓冲级输出;除原有 VMOS 功率场效应管外，

增加取样电阻 R、等效可控硅 SCR、输入电阻 R，和电容。，把取样

电阻 R与可控硅ScR联接起来.其具体线路连接关系如图 1 所示:

1 .在原 VMOS 功率场效应管源极 S 接取样电阻丑， R另一端接

地;

2. 等效可控硅 SCR 阳极 A接VMoS 功率场效应管栅极 G ，阴

极 E接地;



3. 输入电阻R ，一端接 V阻oS 功率场效应管源极 S ，另一端接

可控硅 SCR控制极 g;

4. 电容 c 一端接可控硅 SCR控制极 g ，另一端接地;

5 .可控硅 ScR 由 NpN 晶体管与 pNp 晶体管复合而成等效可控

硅，其中 NpN 晶体管集电极 C接 pNp 晶体管基极 b ， p :Np 晶体管集

电极 C接 NPN 晶体管基极 b ，电阻 Rb 一端接 pNp 晶体管基极 b ，另

一端接 pNp 晶体管发射极 e ，电容 σ 一端接 NPN 晶体管基极 b~ 另

一端接 NpN晶体管发射极 e 。

由于 pNp 晶体管基射 be 间接入电阻 Rb使等效可控硅 SCR 需要

有一定的维持电流;在 NpN 晶体管基射 be 间接入电容。以提高抗干

扰能力，不致因调制输入电压斜率过大而产生误动作.

本实用新型结构方案的优点:

1.适用不同阻抗的步进电机，适应电网输入电压大范围波动，

实现恒定的相电流，一旦出现短路， VMoS 功率场效应管可快速关

断，保证不烧管:

当 VMOS 功率场效应管电流达到设定值时，源极 S 取祥电阻 R两

端电压经 R. 输入可控硅SCR控制极 g ，若达到触发电压，可控硅

SCR 即刻快速雪崩导通，把 VMOS 场效应管栅极 G 对地短路，使

γMOS 功率场效应管即刻关断，关断时间小于 0.1 微秒;当输入调制

到零电平时，可控硅中电流小于维持电流，又可自，动恢复阻断状态;

若再调制到高电平，仍可驱动 VMOS 管导通，当 VMOS 管电流再达到

设定值时，又将如上述关断，再次重复上述过程，可实现自动变脉宽

调制输出，即电压升高时脉宽能自动变窄，使步进电机绕组中有恒定

相电讯同理，接入不同阻抗的电机亦可保证有恒定相电流;若一旦

出现短路， VMOS 功率场效应管又可在 0.1 微秒内关断，保证不会烧
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管.

2. 等效可控硅 SCR 中只有二只三极管、一只电阻、一只电容

四个元件，外加取样电阻和输入电阻总共六个元化结构简单、调

试方便，直接在 VMaS 功率场效应管栅源极进行保护最近，速度最

快，最可靠.

附图说明:

图 1 为本实用新型输出级电路连接图;

图 2 为一般步进电机驱动器方案构成图;

图 3为采用高速可控硅方案实施图;

图 4为采用温度补偿方案实施图;

图 5为采用场效应双极性复合管方案实施图。

本实用新型方案的实施例:

1. NpN晶体管基射be 结压降有温度系数，使高温工作时电流

略减少，这在某些场合反而有利使整机不过热，若需克服此种现象，

可引入温度补偿，如图4所示，即在图 1 中 NpN晶体管基射be 间加

补偿二极管D f 并串联电阻R 2 •

2 .图 I 所示的等效可控硅 SCR 可由高速可控硅 SCR 代替，如

图 3 所示，其连接关系同前西方案所述连接关系中 1 、 Z 、 3 、 4 ,

可以简化连接线路.

3 .图 1 中 γMaS 功率场效应管可采用场效应与新及型复合器

件工GET 代替如图 5所示，其连接关系与前所述的实施例 2 相同，

可用于更大电流的恒峰流调制，但在该器件 CE之间需并入续流二

极管儿。
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